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１．概要（Summary ） 
ドットの形状には[110]と[1-10]で異方性があることが

RHEED の結果などから報告されている[1]。 そこで本申

請ではドットのサイズではなく X 線回折の測定面を(220)

から(2-20)に変化させることで、キャップ直前のドット形状

がキャップ層成長の XRD の挙動の変化に与える影響を

調べ、ドットの形状がキャップ層成長機構に与える影響を

検討した。 

 
２．実験（目的,方法）（Experimental） 

表面層の微細構造からの情報を抽出するためには放

射光が必要である。 また InAs 量子ドットやキャップ成長

中のその場観察には高時間分解能が必要である。 その

ため世界的にも非常に数少ない MBE による結晶成長の

その場観察ができる装置構成となっており、また検出器と

して CCD カメラを使用しており、高速に 3 次元逆格子計

測が可能である BL11XU が必要である。 

 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

GaAs(001)上の InAs 量子ドットへのキャップ層成

長を XRD によってその場観察した。 In 組成 6%の

InGaAs でキャップした時の強度変化に関し、今回新

たに (2-20)回折の強度を測定し、以前測定を行ってい

た(220)回折強度と比較し検討を行った。 2013A、

2013B 期において In 組成 9%の InGaAs でキャップ

した場合、GaAs の格子定数を 1 としたときの格子定

数比 1.01 付近の強度がキャップ層成長中に上昇する

という結果を得ている。 これはキャップ層の格子が

伸ばされたためであると考えている。 しかし今回は 

 
どちらの測定面でも強度の上昇は見られず、単調に減少

していった。 これは GaAs のみでキャップした時と同

様の傾向である。 この結果について、今回の実験では

InGaAs 層の In 組成が 6%と少なく InGaAs 層本来の格

子定数比が約 1.004 と In 組成 9%の約 1.006 より小さか

ったためであると考えている。 また回折面を変化させ

ても XRD 強度の変化の挙動にほとんど変化がなかった。 

2013A 期に行ったドットのサイズを変化させた時の回

折強度変化の実験においてもドット内の格子定数の分

布や形状よりキャップ層の In 組成が主に影響している

ことが示唆されたことから、キャップ層成長中の XRD
強度変化にはドットの形状よりもキャップ層の格子定

数が大きく影響していることが示唆される。 これはキ

ャップ層の膜厚増加に伴いキャップ層とドットとの堆

積量比が徐々に増加していくので妥当であると考えて

いる。 このキャップ層の膜厚が厚い時の XRD 強度変

化が主にキャップ層を反映していることを基に現在キ

ャップ層の成長機構について検討を続けている。 
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